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1. はじめに 
SiやGaAsを用いた電子デバイスでは、バンド

ギャップに起因する物性限界のため、高出力、
高周波動作ができない。そのため、GaNのよう
なワイドバンドギャップ材料が用いられてい
る。高性能化が期待される構造として，N極性
GaN HEMT[1]がある。N極性GaN HEMTは，抵抗
が高いAlGaN（電子供給層）を介さずに2DEGへ
のコンタクトを取れ、電子供給層の厚みを任意
に設計できるので、低抵抗化、高電子濃度化に
有効である。一方、ゲートとチャネルの間に絶
縁膜を入れる必要がある。将来の高速化の為の
薄膜化を考えるとALDによるGaNへの直接成膜[2]

を試みる必要があると考え、ALDによりAl2O3ゲ
ート絶縁膜を持つN極性GaN HEMTの製作、測定
を行った。 

 
2. HEMT の製作 

N 極性 GaN HEMT を以下の手順で製作した。
EB 用アライメントマークを形成した後、
Ti/Al/Ti/Au ソース、ドレイン電極を形成し、ア
ニールを行った[3]。ICP-RIE によりアイソレーシ
ョンを行った後、ゲート絶縁膜として ALD によ
り Al2O3を 17nm 堆積した。続いて Pd/Au ゲート
電極を形成した。製作した HEMT の構造を Fig.1
に示す。 
また、同一基板上に CTLM を形成し、CTLM 法

を用いてコンタクト抵抗率とシート抵抗の測定
を行った。 

 
3. 結果 
ゲート長 300 nm,ソースドレイン間距離 900 

nm の HEMT の ID-VD, ID-VG, Gm-VG特性を Fig.2 に

示す。オン電流（𝑉𝐷𝑆 = 5V, 𝑉𝐺𝑆 = 0V）は 170 
mA/mm, オフ電流（𝑉𝐷𝑆 = 5V, 𝑉𝐺𝑆 = −12V）は
2.39 × 10−6  mA/mm, オンオフ比は 7.1 × 107 , 
相互コンダクタンスの最大値は 28.7 mS/mm で
あった。また、デバイス完成後のコンタクト抵抗
率とシート抵抗はそれぞれ、3.5 × 10−5  Ωcm2,
6700 Ω/□であった。一方で、CTLM のみを製作し
た場合、コンタクト抵抗率とシート抵抗はそれぞ
れ、7.7 × 10−6 Ωcm2, 800 Ω/□であった。 

HEMT のオン電流と相互コンダクタンスが小
さい理由は、シート抵抗が高いからだと考えられ
る。シート抵抗増大の原因として、チャネルのパ
ッシベーションを行わなかったことや、Al2O3 の
成膜条件の影響などが考えられる。 

 
4. まとめ 

Al2O3ゲート絶縁膜を持つ N極性 GaN HEMTの
製作を行った。シート抵抗が大きいことから、チ
ャネルのパッシベーションや、絶縁膜の最適化が
必要であると考えられる。 
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Fig.1 Schematic of  
N-polar GaN HEMT. 

Fig.2 I-V characteristics. (a) IDS-VGS, Gm-VGS, (b) IDS-VGS（log）(c) IDS-VDS. 
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